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【はじめに】ダイヤモンド構造とは異なるシリコン(Si)の結晶体である Si クラスレートは、Si 分

子が「ホスト」として Si-Si 共有結合によるナノメートル以下の籠型の多面体構造を形成し、「ゲ

スト」として籠内部空間に他の原子を内包する。クラスレートは構成するケージの組み合わせに

より、様々なタイプの構造をとる。特に II型の Na内包 Siクラスレートは、Naが部分的に占有し

ているため除去が可能であり、半導体的性質へと変化することが報告されている[1]。また完全に

ゲスト原子を除去したいわゆるゲストフリーシリコンクラスレート（Si136）は 1.9 eVのバンドギ

ャップエネルギーを示すと報告され[2]、直接遷移型であるため、高い光吸収係数が見込まれ新し

い光電デバイス材料として期待されている。 

【実験方法】本研究では装置構造が簡易な真空蒸着装置を用いて、基板である結晶 Si上に、薄膜

状の Siクラスレートの作製を試みた。蒸着源には粉末状の Na内包 Siクラスレートの前駆体とな

る NaSi を用いて、Ta ボートを使用した抵抗加熱蒸着により製膜した。また製膜後に真空アニー

ル処理(500℃、5h)することでクラスレート化させた。 

【結果】Fig. 1に Si基板上をレーザー顕微鏡により観察した結果を示す。基板上には約 0.5μmの

薄膜を観測できた。また得られた薄膜の XRD スペクトル測定結果を Fig. 2に示す。2θ = 56.2°付

近に II型 Siクラスレート構造に起因するとみられる小さなピークが観測できた。当日は、ラマン

分光法による薄膜の構造評価結果や EDX による組成分析結果、さらに真空アニール処理を行い、

ゲストフリー化を試みた結果も併せて報告し、結果を考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Surface roughness on Si substrate 

measured using laser microscope.   
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Fig. 2. X-ray diffraction pattern of the 

prepared Si clathrate thin film. 
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